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可変バイアス回路を用いたLNA
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消費電力を最大80％削減できることを確認

バイアスを制御させること
によってLNAの性能を変化
させる

性能補償LNA

VCOの性能比較:Figure of merit (FOMT)
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VCOの性能指数による評価(世界最高性能)
FOMT[1] とはVCOの位相雑音 (L{foffset})を中心周波数(fo)、オフセット周波数(foffset),
消費電力(Pdc) そしてチューニングレンジ(FTR)で正規化したもの

[1] J. Kim, et al., IEEE International Solid State Circuits Conf., Feb. 2005, pp. 416-417.
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2-3GHzの可変範囲から0.5-6GHzの信号を生成

位相雑音(fo):  -123 dBc/Hz
                         @ 1MHz offset
FOM最大値:  -180 dBc/Hz
Tuning range: 172 %

広帯域化回路を用いたVCO改良版

広帯域VCO (B)
広帯域化回路を用いたVCO

広帯域化回路とは
原発振の周波数範囲を
ミキシングと分周によって
広帯域な信号を生成する回路

発振周波数0.98-6.64GHzの広帯域動作を確認
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Technology : 0.18µm CMOS
2-3GHzの可変範囲から1-6GHzの信号を生成

発振周波数0.49-6.50GHz
の広帯域動作を確認

広帯域化回路を用いたVCO改良版

広帯域VCO (A)

Technology : 0.18µm CMOS

可変インダクタを用いたVCO

可変インダクタとスイッチトキャパシタにより発振周波数をチューニング
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 A-SSCC 2006, Student Design Contest Out Standing Design Award
Yusaku Ito, Hirotaka Sugawara, Kenichi Okada, and Kazuya Masu, "A 0.98 to 6.6GHz Tunable Wideband VCO 
in a 180nm CMOS Technology for Reconfigurable Radio Transceiver," to be presented at IEEE Asian-Solid State
Circuits Conference (A-SSCC), Hangzhou, China, Nov. 2006.
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